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研究概要
SiC はパワーデバイスに利用されている材料であり、その省エネルギー性能により普及が期待されているが、低価格化が

課題となっている。デバイスの低価格化を実現するための一つ手法は、SiC デバイス品質の確保およびその評価技術の確立

である。SiC デバイスの信頼性を保つ一つの手段は、SiC ウェハにおけるエピタキシャル層に短いキャリア寿命（エピタキシャ

ル層に注入された正孔が生き残る時間）を実現することである。ただし、キャリア寿命を低減する技術については提案があ

るものの、そのキャリア寿命を定量する技術は確立されていない。薄いエピタキシャル層の上下に存在する基板と表面の影

響のために、見かけ上のキャリア寿命とエピタキシャル層のキャリア寿命の値に乖離ができるためである。そこで本研究では、

基板と表面の影響を排除することで、薄いエピタキシャル層のキャリア寿命を抽出評価する技術を確立する。この技術により、

エピタキシャル層のキャリア寿命を明確にすることができ、キャリア寿命低減プロセス要件の明確化に繋がる。そして本研究

の成果は SiC デバイスの低価格化につながり、SiC デバイスの普及による社会の省エネルギー化が期待できる。
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